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1. 目的 BiTe 系の熱電材料は室温領域で高い性能を示すことから注目されている．我々は微細

構造パターンの状態で析出可能な電解析出法を用いてΠ型の微小熱電素子の作製を試みている．

今回は p 型薄膜の形成およびそのパターンへの電析，および既報の n 型薄膜[1]との組み合わせに

よる熱電素子形成と特性評価の結果を報告する． 

2. 方法 電析浴は Bi(NO3)3･5H2O 14~16 mmol/L，TeO2 1.0 mmol/L を HNO3 1.0 mol/L に加えて調

整し，パドルかくはん型電解槽を用いて析出を行った．その際，回転数，浴組成，印加電位を調

整することで p 型特性を示す Bi-Te 薄膜を得た．基板には Au 100nm/Cr10 nm を蒸着したガラス基

板を用いた．Π型熱電素子は，次のプロセスにより作製した．基板表面にリソグラフィーにより

パターンを形成し，下部電極となる Au を電析させ，素子形成時に下部電極の短絡を防ぐため不

要な Cr/Au を除去した．その後，n 型および p 型 Bi-Te のパターン電析を行い，さらに上部電極と

なる Ni を電析させた．最後にレジストパターンを除去し，素子部分以外の Cr/Au を取り除くこと

でΠ型熱電素子を作製した．ハロゲンランプ加熱によりΠ型熱電素子の上部と下部に温度差を与

え，電流を流すことで得られる電位を測定し，特性評価を行った． 

3. 結果 p 型 Bi-Te 熱電材料の電析において印加電位を 0 mV，回転数を 120 rpm に固定し，浴の

Bi と Te の比を変化させたところ， Bi(NO3)3･5H2O 14 mmol/L，TeO2 1.0 mmol/L の浴組成の際に p

型特性となる膜が得られた．その際，膜組成は Bi 63.4 at%であった．この浴組成において 50 μm

×50 μm のパターン電析を行った．その際，印加電位が 10 mV vs. Ag/AgCl で均一に充填すること

ができた．得られたパターンの組成は，Bi が 62.8 at%

であった．次に上記の方法によりこの組成の p 型

Bi-Te と Bi 組成 38.5 at%の n 型 Bi-Te をそれぞれ電析

によりパターンに充填させ，素子を作製した．得られ

た素子に光源ランプの電位を 5 V にして温度差を付

与したところ，最大 0.26 W の出力が得られた．また，

得られた開放端起電力は既報の素子[2]より大きい．

素子抵抗がまだ高いが，接合抵抗の低減により，最大

出力はこれを上回ることが期待される． 
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Fig.1 PI curve and VI curve of the device 
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